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(57) Abstract 

To encapsulate an electronic 
component, notably a semiconduc- 
tor chip, the component (3) is 
fixed to a flat support (2) at a 
distance therefrom. To this end 
an elastomer layer (4, 9) is ap- 
plied to the support which com- 
pensates for the different coeffi- 
cients of thermal expansion be- 
tween support and component A 
buffer material and/or adhesive is 
applied in liquid or pasty, form 
from a dispenser and the compo- 
nent is placed onto die buffer ma- 
terial and/or the adhesive at room 
temperature. Before final curing 
the buffer material and/or adhesive 
are subjected to procuring. The 

component is men connected to contact points of die support by means of electric conductors. Lastly all remaining hollow spaces as 
well as the electric conductors are enveloped by a protective mass. Application of the buffer material and/or adhesive by means of a 
dispenser constitutes a considerable rationalization. 
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(57) 



Zum Veikapsem cines clektronischcn Bauteils, insbesondere cincs HalbleitercWps, wild das Bautcil (3) im Abstand auf einen 
flacnigen Trager (2) befestigt Dazu wird auf dem Trager cine Elastomerechicht (4, 9) aufgebracht, wdche die unterschiedlichen 
Warmcausdehnungskoeffizienten zwischen Trager und Bautefl ausglcicht Ein Puffermaterial und/oder ein Klebstoff wird in flussiger 
Oder pastfteer Form aus einem Dispenser aufgetragen und das Bauteil wird bei Raumtemperatur auf das Puffermaterial und/oder den 
Klebstoff aufgesetzt Vor dem endgQltigen Ausharten wird das Puffermaterial und/oder der Klebstoff zuerst einer Vorhartung unterzogen 
Anschliessend wird das Bauteil mittels elektrischer Leiter mit Kontalrtstellen am Trager verbunden und zuletzt erfolgt ein UmhOllen aller 
verbleibenden Horuraume inklusive der elektrischen Leiter mit einer Schutzmasse. Das Auftragen des Puffermaterials und/oder des Klebstoffs 
mit einem Dispenser bewrrkt cine erhebliche Rational isierung. 
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Alphasem 

Verf abren und Vorrichtung zum Verkapseln eines elektronischen 
Bauteils, insbesondere eines Balbleiterchips 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verkapseln eines 
elektronischen Bauteils, insbesondere eines Halbleiterchips, - 
gemSss dem Oberbegriff von Anspruch 1. Derartige Verfahren 
erlauben die Herstellung sogenannter Chip-Scale-Packages 
(CSP), bei denen das fertige mit Anschlussteilen versehene 
Halbleiterelement nur unwesentlich grosser ist als der rohe 
Siliciumchip. 

Die Grundidee besteht dabei darin, dass zwischen dem TrSger 
und dem Bauteil eine Puffermasse, beispielsweise aus einem 
Silikon Elastomer angeordnet wird, welche die unterschiedli- 
chen Langenausdehnungskoef f izienten der Werkstoffe kompen- 
siert. Damit stehen auch die Lotverbindungen des eingebauten 
Halbleiterchips bei Erwarmung nur unter geringer Beanspru- 
chung. Die Lebensdauer und Zuverlassigkeit derartiger Chip- 
Scale-Packages ist daher verhaitnismassig hoch. Bekannte 
Herstellungsverfahren sind beispielsweise beschrieben in 
"Semiconductor International", November 1997, Seite 48, Oder 
in US A-5-659-952 oder US-A-5-679-977 . Trotz der verbesserten 
Eigenschaften des Endproduktes, sind die bekannten Verfahren 
aber noch relativ aufwendig und erlauben keine rationelle 
Fertigung. Es sind insbesondere zahlreiche Einzelschritte mit 
einenT vergTeicHsweise hohen apparativerr Auf wand erf orderlich ; 
Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren der 
Eingangs genannten Art zu schaffen, bei dem weniger Prozess- 
schritte erforderlich sind. Ausserdem soil beim Platzieren 
des Bauteils auf mechanische Anlageteile und/oder auf das 
Bauteil selbst keine unnotige Warmeeinwirkung erfolgen, weil 
mikromechanische Prozesse unter gleichzeitiger Warmeeinwir- 
kung nur schwer zu handhaben sind. 
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Diese Aufgabe wird erf indungsgemass mit einem Verfahren 
gelost, das die Merkmale im Anspruch 1 aufweist. Das Puffer- 
material und/oder ein Klebstoff wird dabei in fliissiger oder 
pastoser Form aus einem Dispenser aufgetragen. Damit kann 
zumindest ein bisher erf orderlicher Arbeitsschritt eingespart 
werden, namlich das Aufdrucken eines Klebstoffes in einem 
Schablonendruckverfahren. Das Bauteil selbst wird bei Raum- 
temperatur auf das Puf f ermaterial und/oder auf den Klebstoff 
aufgesetzt und nicht wie bisher im aufgeheizten Zustand. 
Unter dem Begriff "Raumtemperatur" wird dabei eine Temperatur 
verstanden, die in Arbeitsraumen entsprechnd der geltenden 
Normen in der Klimatechnik herrscht und die etwa im Tempera- 
turspektrum von 10°C bis 45°C, vorzugsweise von 16<>C bis 26°C 
angesiedelt ist. Damit wird der Durchsatz pro Zeiteinheit 
verbessert, weil keine Aufheizzeit fur das Bauteil eingeplant 
werden muss. Mechanische Anlagenteile und/oder Messinstrumen- 
te werden nicht durch Warmeeinwirkung beeintrachtigt . 

Nach dem Aufsetzen des Bauteils kann das Puf f ermaterial 
und/oder der Klebstoff einer Vorhartung und/oder einer Aus- 
hartung unter zogen werden und zwar vorteilhaft auf der glei- 
chen Anlage wie das Aufsetzen des Bauteils. Dadurch wird auf 
besonders vorteilhafte Weise der Umstand ausgeniitzt, dass bei 
den hier eingesetzten Klebstoffen das Zusammehf ugen der zu 
verbindenden Teile und das Harten des Klebstoffes nicht 
zwingend zusammenf alien miissen. Durch die zeitliche Trennung 
kann das Vorharten und/oder das Ausharten in einem 
AnlagenbereichT erfolgeh', "bei* 3em wMrmeentwicklung weriiger 
problematisch ist. Nach dem Vorharten oder Ausharten konnen 
die verbundenen Einheiten ohne Risiko einer gegenseitigen 
Verschiebung von Trager und Bauteil zu beliebigen anderen Ar- 
beitsstationen transportiert werden. 

Eine wesentliche Prozessvereinf achung kann erreicht werden, 
indem zuerst mehrere Puffernocken in einem Schablonendruck- 
verfahren befestigt werden, die Puffernocken ausgehartet 
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werden und vor dem Aufsetzen des Bauteils mit dem Dispenser 
auf und/oder neben mehreren Puffernocken Klebstoff 
aufgetragen wird. Bei diesem Verfahren konnen bestehende 
Schablonendrucker fur das Auftragen der Puffernocken 
(Nubbins) verwendet werden. Dagegen erfolgt der Auftrag des 
Klebstoff s auf erheblich einfachere Weise mit dem Dispenser. 
Vorteilhaft wird gleichzeitig aus mehreren Dispenserof f nungen 
Klebestoff aufgetragen. Denkbar ware unter Umstanden aber 
auch ein Dispenser, der in rascher Folge hintereinander eine 
Gruppe von Puffernocken mit einem Klebstoff beschichtet. 

Bei geeigneter Materialwahl konnen mit dem Dispenser aber 
auch die Puffernocken selbst auf den Trager abgesetzt und 
befestigt werden. Anschliessend kann jeder Puffernocken mit 
einer Klebstoff schicht versehen werden. Dies kann entweder 
mit einem separaten Dispenser oder mit dem gleichen Dispenser 
erfolgen. 

Eine weitere wesentliche Vereinf achung des Prozesses kann 
schliesslich dadurch erreicht werden, dass mit dem ^Dispenser 
auf den Trager ein Klebstoff aufgetragen wird, der gleichzei- 
tig als Puf fermaterial dient. Damit entfallt die Aufteilung 
in zwei separate Werkstoffe, was den Prozess insgesamt ver- 
einf acht. Der Klebstoff kann dabei in der Form einzelner 
Pufferkorper aufgetragen werden, welche nach dem Aufsetzen 
des Bauteils vereinzelt bleiben. Die Zwischenraume werden 
dabei spater zusammen mit der Umhullung der Verdrahtungs- 
stellen, mit. einer Schutzmasse ausgefailt. Alternativ. ,ist es « * - 
aber auch denkbar, dass der Klebstoff mit dem Dispenser als 
Klebstoffmuster aufgetragen wird, das sich nach dem Aufsetzen 
des Bauteils zu einer homogenen Schicht verbindet. Dadurch 
werden Luf teinschlusse verhindert und ein nachtragliches 
Ausfullen der Zwischenraume ist nicht mehr notig. Derartige 
Klebstoffmuster sind in der Halbleiter-Verkaspelungstechnik 
bereits bekannt. 
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Weitere Vorteile konnen erreicht werden, wenn das Auftragen 
des Puf fermaterials und/oder des Klebstoffs mit dem Dispenser 
unmittelbar vor dem Aufsetzen des Bauteils auf der gleichen 
Maschine erfolgt. Vorteilhaft wird dabei auch der Trager auf 
dem gleichen Transportsystem am Dispenser und an der Aufsetz- 
vorrichtung fur das Bauteil vorbeigef uhrt . Einerseits konnen 
dabei die beiden Arbeitsschritte exakt aufeinander abgestimmt 
werden und die Trockenzeit kann besser kontrolliert werden. 
In der gleichen Maschine und auf dem gleichen Transportsystem 
ist ein ruckfreier und sanfter Transport moglich, wodurch die 
Gefahr einer unbeabsichtigten Verschiebung des Bauteils aus 
der Soll-Lage stark reduziert wird. Vor dem Aufsetzen wird 
das Bauteil vorteilhaft lagemassig justiert. 

Eine Verbesserung der Planaritat von Bauteil und Trager kann 
dadurch erreicht werden, dass der Trager wenigstens beim 
Aufsetzen des Bauteils mittels Unterdruck auf einer Auflage- 
fiache fixiert wird. 

Zur Verbesserung der FertTgungsrationalitat werden vorteil- 
haft auf dem gleichen Trager Gruppen von Bauteilen befestigt. 
Dazu werden jeweils mehrere Bauteile nacheinander zu einer 
Gruppe abgesetzt. Die ganze Gruppe kann dann gleichzeitig 
einem Anpressdruck und/oder einer Warmebehandlung ausgesetzt 
werden. Dieses gruppenweise Anpressen und/oder Heizen kann 
auch bei alternativen Verkapselungsprozessen eingesetzt 
werden, bei denen das Bauteil nicht bei Raumtemperatur abge- 
setzt wird. Die^gleichzei-fige Bearbeitung der Bauteile kann 
uber gemeinsam betatigte Einzelwerkzeuge erfolgen, wie z.B. 
einzelne Anpressstempel, welche aber gleichzeitig betatigt 
werden. Alternativ kann es sich aber auch urn ein gemeinsames 
Werkzeug handeln, das die ganze Gruppe gleichzeitig beauf- 
schlagt, wie z.B. ein gemeinsamer Pressstempel von entspre- 
chender Grosse. 

Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zur Durchfuhrung 
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des beschriebenen Verfahrens, welche durch die Merkmale im 
Anspruch 15 gekennzeichnet ist. Mit geringf iagigen baulichen 
Adaptionen k6nnen dabei vorteilhaft bekannte Bestiickungs- 
automaten (Die bonder) eingesetzt werden, wie sie z.B. durch 
die WO 97/32460 bekannt geworden sind. 

Die Dispenserstation kann einen Dispenser mit mehreren Aus- 
gabeof fnungen oder aber einen Dispenser mit wenigstens einer 
beweglichen Dispenserof f nung aufweisen, mit dessen Hilfe 
durch gleichzeitige Bewegung und Abgabe des Mittels ein 
bestimmtes Muster gezeichnet werden kann. 

Eine besonders kompakte Fertigungseinheit kann erzielt wer- 
den, wenn in Transportrichtung nach der Auf setzstation eine 
Vorhartestation und/oder eine Aushartestation angeordnet ist, 
in welcher die aus Trager und Bauteil bestehende Einheit 
mittels elektromagnetischer Strahlen, insbesondere mittels 
Infrarotstrahlen oder Ultraviolettstrahlen beauf schlagbar 
ist. Die Halbleiterbauteile konnen diese Vorhartestation oder 
Aushartestation "im gleichen Arbeitstakt durchlaufen wie die 
Dispenserstation und die Auf setzstation. 

Weitere Vorteile und Einzelmerkmale der Erfindung ergeben 
sich aus der nachf olgenden Beschreibung und aus den Zeichnun- 
gen. Es zeigen 

Figur 1 einen Querschnitt durch ein Chip-Scale-Package 



r mit " einzelnen : Puf f ernockeny* - -* 1 **- - - 



Figur 2 



einen Querschnitt durch ein Chip-Scale-Package 
mit einer homogenen Puf f erschicht , 



Figur 3 



ein erstes Herstellungsverf ahren in schemati- 
schen Einzeldarstellungen, 



Figur 4 



ein zweites Herstellungsverf ahren in schemati- 



WO 00/41234 



PCT/CH99/00620 



- 6 - 

schen Einzeldarstellungen, 

Figur 5 eine Draufsicht auf einen Trager mit einer 

Gruppe von Absetzpositionen fur Bauteile, 

Figur 6 eine schematische Darstellung eines Nadeldis- 

pensers mit mehreren Abgabeof f nungen, 



Figur 7 stark vergrosserte Puf f ernocken mit Klebstoff- 

schicht in Seitenansicht , 

Figur 8 die schematische Darstellung einer Justiersta- 

tion, 

Figur 9 die schematische Darstellung einer Aufsetz- 

station, und 

Figur 10 eine schematische Darstellung eines Aufsetz- 

vorgangs . 

Anhand der Figur.en 1 und 2 wird zunachst der prinzipielle 
Aufbau eines Chip-Scale-Package 1 in zwei unterschiedlichen 
Varianten beschrieben. Beim Ausf uhrungsbeispiel gemass Figur 
1 ist ein vorzugsweise flexibler Trager 2 aus Kunststoff- 
material, z.B. Polyimidf olie mit einer Mehrzahl von. Puff er- 
nocken 4 versehen. Diese bestehen beispielsweise aus einem 
Silikon Elastomer. Auf diesen Puff ernocken ist mit Hilfe 
■ A ei'ffels* Klebstof f s 5 ein Srliciumchip 3 bef estigt "Auf ^dei***** ! 
f reibleibenden Riickseite des Tragers 2 sind Kontaktstellen in 
der Form von Lotkugeln 8 angeordnet. Diese sind uber elek- 
trische Leiter 6 mit dem Chip 3 verdrahtet . SSmtliche Hohl- 
raume zwischen den Puff ernocken 4 sowie der Bereich urn die 
elektrischen Leiter 6 sind mit einer Schutzmasse 7 
beispielsweise aus Kunststof fmaterial ausgefullt. Das 
Anbringen und Verbinden der elektrischen Leiter, das 
Befestigen der Lotkugeln und auch das Ausfullen der 
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Zwischenraume ist dem Fachmann an sich bereits bekannt und 
wird im Folgenden nicht mehr naher beschrieben. Es wird in 
diesem Zusairanenhang hingewiesen auf Lawing, "Preventing voids 
in pBGA® packages" , in Chip Scale Review Marz 1998. 
Brauchbare Silikon Elastomere werden beispielsweise von der 
Firma Dow Corning, Midland, Michigan USA hergestellt, namlich 
unter der Bezeichnung Dow Corning 7910 fur den Klebstoff, Dow 
Corning 6910 fur das Puf f ermaterial und Dow Corning 6811 fur 
die Schutzmasse. 

Beim Ausf uhrungsbeispiel gemass Figur 2 unterscheidet sich 
das Chip-Scale-Package 1 von aussen praktisch nicht von 
demjenigen gemass Figur 1. Anstelle von einzelnen Puffer- 
nocken ubernimmt jedoch eine homogene Klebstoff schicht 9 die 
Funktion des Puf f ermaterials und des Abstandhalters. Nach dem 
Verbinden der elektrischen Leiter 6 mussen diese nur noch im 
Aussenbereich mit der Schutzmasse 7 verkapselt werden. Die 
Gefahr von schadlichen Einflussen von Feuchtigkeit wird 
dadurch stark reduziert. 

Das in Figur 3 schematisch dargestellte Herstellungsverf ahren 
zeigt die wesentlichen Arbeitsstationen, deren Funktion 
anschliessend erlautert wird. In Figur 3a werden an einer 
Druckstation mit Hilfe eines Schablonendruckverf ahrens ein- 
zelne Puffernocken auf den Trager 2 aufgedruckt. Zu diesem 
Zweck wird eine Schablone 18 gegen den TrSger gepresst, 
welche mit Offnungen 21 versehen ist. Eine Puffermasse 20 
wird^mit einem "Rakel r 19 ^i'n ; " 4 die *0f fnungen gepresst, wodurch" 
die einzelnen Puffernocken gebildet werden. 

Die frisch geformten Puffernocken 4 werden gemass Figur 3b an 
einer ersten Hartestation 11 mit einer Warmequelle 22 ausge- 
hartet . 

Ein derart vorbereiteter Trager 2 gelangt jetzt auf einem 
Transportsystem 27 in eine Maschine 26, in welcher nebenein- 
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ander eine Dispenserstation 12, eine Auf setzstation 13 und 
gegebenenfalls auch noch eine Vorhartestation 14 und/oder 
eine Aushartestation 15 angeordnet sind. An der Dispenser- 
station 12 gemass Figur 3c wird mit einem Nadeldispenser 23 
aus mehreren Rohrchen 24 gleichzeitig ein Klebstoff 5 auf 
jedem Puffernocken 4 abgesetzt. Dabei wird ein Klebstoff 
gewahlt, mit dessen Hilfe bei Raumtemperatur geklebt werden 
kann. 

An der Auf setzstation 13 gemass Figur 3d wird der Chip 3 mit 
einem Aufsetzkopf 25 auf die beschichteten Puffernocken 4 
abgesetzt. Nach einem ruckfreien schonenden Weitertransport 
zur Vorhartestation 14 gemass Figur 3e erfolgt eine Vorhar- 
tung, vorzugsweise mit Hilfe von Inf rarotstrahlern 28 , welche 
den Trager 2 von oben bestrahlen. 

Erst nach dieser Vorhartung wird gemass Figur 3f die ganze 
Einheit an einer Hartestation 15 mit einem Ofen 29 mit einer 
Temperatur von beispielsweise 150°C ausgehSrtet. 

Anstelle der Vorhartestation konnte aber auch unmittelbar die 
endgultige Aushartestation treten. Beide Stationen, also die 
Vorhartestation und/oder die Aushartestation kdnnten in 
bestimmten Fallen auch separate Anlagenteile sein, die nicht 
mit dem gleichen Transportsystem durchlaufen werden konnen. 

Anschliessend werden gemass Figur 3g an einer Verbindungs- 
" statlbn "1*6 "die elektrischen Leiter 6 mit einem Verbintiungs- *^ 
werkzeug 30 an den Chip 3 angeschlossen. Dieser Prozess (Lead 
bonding) ist dem Fachmann an sich bereits bekannt. 

Schliesslich erfolgt gemass Figur 3h das Verkapseln der 
ganzen Einheit mit einer Schutzmasse 7 die aus einem Full- 
werkzeug 31 abgegeben wird. Dabei werden die HohlrSume zwi- 
schen den einzelnen Puffernocken 4 und auch die Verdrahtungen 
ausgefiillt bzw. umhiillt. 
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Das Herstellungsverfahren gemass Figur 4 arbeitet ohne die 
Bildung von Puf f ernocken. Dagegen wird an der Dispensersta- 
tion 12 gemass Figur 5a ein Klebstoff 9 auf den Trager 2 
aufgetragen, der gleichzeitig die Funktion einer Puffermasse 
ubernimmt. Der Auftrag erfolgt mit Hilfe eines Bewegungs- 
dispensers 34, der aus einer Einfachnadel 35 ein bestimmtes 
Klebstof fmuster, beispielsweise ein Kreuz oder einen Stern 
auf den Trager 2 zeichnen kann. 

Anstelle eines linienf ormigen Musters kdnnten auch einzelne 
Flachen aufgetragen werden. Anstelle einer Einfachnadel 
konnte auch ein Werkzeug mit Mehrf achof f nungen eingesetzt 
werden. 

An der Auf setzstation 13 wird der Chip auf den Klebstoff 9 
aufgesetzt und mit einer geringen Kraft gegen den Trager 2 
gepresst, sodass das vorher gezeichnete Klebstof fmuster unter 
Verdrangung der Luft eine homogene Schicht bildet. 

Vorhartung und/oder AushSrtung erfolgen wiederum auf die 
gleiche Weise wie beim vorhergehenden Ausf uhrungsbeispiel . 
Auch die Verdrahtung an der Station 16 ist gleich. 

An der Verkapselungsstation 17 wird zwar ebenfalls eine 
Schutzmasse 7 ausgestossen. Diese muss aber nur noch die 
elektrischen Leiter 6 und die Seitenkanten des Chips 3 umhul- 
len:* Falls die Pufferschicht^nicht^homogen 1st, sondern in ~ > — 
einzelne Abschnitte unterteilt ist, mussen allerdings an der 
Verkapselungsstation 17 auch diese Hohlraume ausgefullt 
werden. Schliesslich sei auch noch darauf hingewiesen, dass 
die Verdrahirungsstelle nicht zwingend im ausseren Bereich der 
Bauteile 3 angeordnet sein mussen. Auch eine Verdrahtung 
innerhalb der Flache der Bauteile ist in der Paxis moglich. 

Figur 5 veranschaulicht die Anordnung einer Gruppe von Ab- 
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setzpositionen auf einem Trager 2. Jede Position ist mit 
einer Mehrzahl von Puffernocken 4 versehen. Ein derartiges 
Peld von Puffernocken wird jeweils mit dem Nadeldispenser 
gemass Figur 6 oder auf andere Weise gleichzeitig mit Kleb- 
stoff 5 beschichtet. 

Figur 7 veranschaulicht die Grossenverhaltnisse beispiels- 
weise an den Puffernocken. Demnach betrSgt der Durchmesser a 
im Ansatzbereich beispielsweise 450 pm und die maximale Hohe 
b liegt bei 150 pm. Die Klebstof f schicht 5 hat einen maxima- 
len Durchmesser von ca. 350 bis 450 pm, ist also vorzugsweise 
etwas kleiner als die Flache des Puf f ernockens . 

Figur 8 zeigt schematised eine Justierstation 36, die un- 
mittelbar an der Auf setzstation 13 eingesetzt werden kann. 
Dabei wird mit Hilfe einer Justieroptik 37 der Chip 3 exakt 
auf den darunterliegenden Trager 2 ausgerichtet, bevor oder 
nachdem er abgesetzt wird. 

Figur 9 zeigt schematisch die Drehbewegung eines Chips 3, 
zwischen der Wegnahme vom Wafer 38 und dem Aufsetzen auf den 
Trager. Ein Aufnahmearm 4 0 bewegt den Chip vom Wafer 38 zu 
einen Drehhalter 39. Dort wird der Chip gewendet und im 
nachsten Arbeitstakt von einem Abgabearm 41 wieder aufgenom- 
men und mit der Ruckseite gegen den Trager wieder abgelegt. 

Figur 10 zeigt schematisch, wie beim Absetzen des Chips 3 an 
^e'ir Aiif set zstatiofi der Trager 2 mitt e^ einer 
Unterdurckauflage 42 fixiert werden kann. Die Unterdruck- 
auflage ist mit Offnungen versehen, welche zu einer Unter- 
druckkammer fuhren. Dort herrscht ein unter dem Atmospharen- 
druck liegender Druck. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Verkapseln eines elektronischen Bauteils 
(3), insbesondere eines Halbleiterchips f bei dem das 
Bauteil im Abstand auf einem flachigen Trager (2) 
befestigt wird, wobei auf den TrSger zuerst ein ela- 
stisches Puf fermaterial (4, 9) aufgebracht wird, das 
Bauteil (3) nach dem Aufsetzen auf das Puf fermaterial 
mittel elektrischer Leiter (6) an Kontaktstellen (8) 
am Trager angeschlossen wird und zuletzt wenigstens 
die elektrischen Leiter mit einer Schutzmasse (7) 
umhullt werden, dadurch gekennzeichnet , dass 

das Puf fermaterial (4, 9) und/oder ein Kleb- 
stoff (5) in flussiger oder pastoser Form aus 
einem Dispenser (23, 32, 34) aufgetragen wird, 
und das Bauteil (3) bei Raumtemperatur auf das 
Puf fermaterial und/oder den Klebstoff aufge- 
setzt wird, 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass nach dem Aufsetzen des Bauteils das Pufferma- 
terial und/oder der Klebstoff einer Vorhartung und/- 
oder einer Aushartung unterzogen wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
+^w'>*#**zeichnet'f dass* zuerst mehxere~ Puf f ernocken A "('4 )-^in^ r 

einem Schablonendruckverf ahren auf dem Trager (2) 
befestigt werden, dass die Puffernocken ausgehartet 
werden und dass vor dem Aufsetzen des Bauteils (3> mit 
dem Dispenser auf und/oder neben mehreren Puffernocken 
Klebstoff (5) aufgetragen wird. 



4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 

dass gleichzeitig aus mehreren Dispenserof fnungen 
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Klebstoff aufgetragen wird. 

Verfahren nach Anspruch l r dadurch gekennzeichnet , 
dass mit dem Dispenser auf den Trager (2) ein Kleb- 
stoff (9) aufgetragen wird, der gleichzeitig als Puf- 
fermaterial dient. 

Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,. 
dass der Klebstoff mit dem Dispenser in der Form 
einzelner Pufferkdrper aufgetragen wird, welche nach 
dem Aufsetzen des Bauteils vereinzelt bleiben. 

Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Klebstoff mit dem Dispenser als Klebstoff- 
muster aufgetragen wird, das sich nach dem Aufsetzen 
des Bauteils zu einer homogenen Schicht verbindet. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Auftragen des Puf f ermaterials 
und/oder des Klebstoff s mit dem "Dispenser unmittelbar 
vor dem Aufsetzen des Bauteils (3) und auf der glei- 
chen Maschine (26) erfolgt. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Trager (2) auf dem gleichen 
Transportsystem (27) am Dispenser und an der Aufsetz- 
vorrichtung fur das Bauteil vorbeigef iihrt wird. 

Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Trager (2) mit dem aufgesetzten Bauteil (3) 
auf dem gleichen Transportsystem (27) zu einer Vorhar- 
testation (14) und/oder zu einer Aushartestation (15) 
bewegt wird. 

Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Trager (2) wenigstens beim Auf- 
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setzen des Bauteils (3) mittels Unterdruck auf einer 
Auflageflache (42) fixiert wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Bauteil vor dem Aufsetzen auf 
das Puf fermaterial und/oder den Klebstoff bei Raumtem- 
peratur lagemassig justiert wird. 

13. Verfahren, insbesondere nach einem der Anspruche 1 bis 
12, bei dem auf dem gleichen Trager Gruppen von Bau- 
teilen befestigt werden, dadurch gekennzeichnet, dass 
jeweils mehrere Bauteile nacheinander zu einer Gruppe 
abgesetzt werden und dass die ganze Gruppe gleich- 
zeitig einem Anpressdruck und/oder einer WMrmebehand- 
lung ausgesetzt wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, 
dass die gleichzeitige Bearbeitung der Gruppe mit 
gleichzeitig betatigten Einzelwerkzeugen oder mit 
einem gemeirisamefT'Werkzeug erfolgt. 

15. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens, nach 
einem der Anspruche 1 bis 11, gekennzeichnet durch 
eine Dispenserstation (12) fur die gesteuerte Abgabe 
eines flussigen oder pastosen Mittels und eine Auf- 
setzstation (13) fur das Platzieren eines elektroni- 
schen Bauteils (3) auf einem Trager (2), wobei die 
Dispenser-station -und die Auf set-zstation- auf einem^ ^^- 
gemeinsamen Transportmittel (27) durchlaufbar sind und 
sich die Auf setzstation (13) in Transportrichtung an 
die Dispenserstation anschliesst. 

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Dispenserstation (12) einen Dispenser (23) 
mit mehreren Ausgabeof f nungen (24) aufweist. 
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17. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet , 
dass die Dispenserstation (12) einen Dispenser (34) 
mit wenigstens einer Dispenserof fnung (35) aufweist, 
welche wMhrend der Abgabe des Mittels relativ zum 
Trager und in einer Ebene parallel zum Trager ver- 
schiebbar ist. 

18. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 15 bis 17, da- 
durch gekennzeichnet, dass in Transport richtung nach 
der Auf setzstation eine Vorhartestation (14) und/oder 
eine Aushartestation (15) angeordnet ist, in der die 
aus Trager (2) und Bauteil (3) bestehende Einheit 
mittels elektromagnetischer Strahlen, insbesondere 
mittels IR-Strahlen oder UV-Strahlen beauf schlagbar 
ist. 

19. Verkapseltes elektronisches Bauteil, insbesondere 
Halbleiterchip, hergestellt nach dem Verfahren gemass 
einem der Anspriiche 1 bis 14. 

20. Bauteil nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass 
zwischen dem Trager (2) und dem Bauteil (3) ein Puf- 
fermaterial homogen verteilt ist und dass die elek- 
trischen Leiter (6) mit einer Schutzmasse (7) umhullt 
sind, welche sich an das Puf fermaterial anschliesst. 



WO 00/41234 



1/5 



PCT/CH99/00620 





WO 00/41234 



PCT/CH99/00620 




WO 00/41234 



PCT/CH99/00620 




WO 00/41234 



PCT/CH99/00620 



4/5 



Fig. 5 



□□i 

ooi 



toe 



□ 



] 



]□□□□□ 
]OC 



/ 



\ 



OOOOOO 
OOOOOOOH 



OOOOOOG-- 




/ 



Fig. 6 



\\\\\^ 


www 




u n 


Ik 








if — 24 



"7 T 



WO 00/41234 



PCT/CH99/00620 




INTERNATIONAL SEARCH REPORT 


to* Jona1A|*MionN» 

PCT/CH 99/00620 






Aaooidhg to tnte^afonaJ Patent Claaaw* laton (IPC) or to both na** * ctoeetfci Ion and IPC 




a nBLM8EARCMB> 


m*mm<kKMMtmi*un*»Kh6d (ctaaaMcagon ayatem MowjuU by ctoawaVnfrn eymboaj) 

IPC 7 H01L 




Jdad totheflefcfcaeatched 



* baee coneiated okatoQ toe 



(name of dote bate and, nhncn pfTraral. arfrfitonna uaod) 



& DOCUMENTS 



TO BE RBJEVAMT 



C a t a pofy * Cftaflon of docMnert, afth toolcaalBnb wfiaaa a p p ro pria t e, of toe relevant 



namnvasn fni 



US 5 659 952 A (KOVAC ZLATA ET AL) 

26 August 1997 (1997-08-26) 

cited in the application 

coluan 4, line 49 -colum 7, line 14; 

figures 1,2,3A-3B 

WO 97 33312 A (TESSERA INC) 

12 September 1997 (1997-09-12) 

page 12, line 13 -page 14, line 2; claims 

1,12,35,36; figures 6A-66,7A-7fi 

EP 0 886 313 A (SHINK0 ELEC IND) 

23 Decenber 1998 (1998-12-23) +3 

page 4, colum 5, line 35 -page 5, colum 

8, line 6; figures 1,2A-2D,10 

page 7, colum 12, line 19 - line 30 

-/- 



1-3,5, 
19,20 



1,3,19, 

20 

15 



1,5,19, 
20 



m 



nofboca 



am latodto annex 



*A" dooancnidefMno v^ojanaraJatateof Vie art which la net 
oonrtdeaedtobe of pari aa iai iikmanj*, 

"E* ea^er dpgincr<b%<f*^iahpdofioraftw , fto Mnraknl 
flnojdato 

V docurantwNoh may throw dot** on priori^ ctofc»>)or 
aaaon v cnao a> eaaaoaan wie pwacaeon OMaoranoner 
ofaflon of otoar apedal leeaon (as apecMao) 
ooouricr* wfcntog to an oral dectoun uwy aaMMonor 
other roeane 

"P" docunent pifcaahed prior to toe tfttmeeonal fltoo date but 
ror nan aie peony oaao caa wa ao 



i uau oocuraerw pnanta anar me leaartaeonai ■na date 
Qfjpajown/ oaaa ana not tiooiiaBci aan mo appaceeon nf 
caed toir)deiatondtoopitoctofoor toewy irtdafhtngthe 



"X" do cM Don t of pert teia a r relcwa noec the datoied nvcntton 
caraiot be conaldaied nowal or cannot be conatdeied to 
tovotve an tovenflve atop whan ne document la taken atana 

"V d ocuw cn tof pa rt ct aar ietawancesthac a ataed iwenttcn 
cannctbeoonatoaaadtolnvotoa an tomneVe atop when the 
docunent to oowibtoed adto cne or more other auchdocu- 
roeraa, auch ccanbtoadton baton otovtoua to a i 
to toe art. 

m $T docunent RMantor of theaafnepetenttatnfy 



14 March 2000 



Data of mafliiQ of the IraetnaSoneJ eaaach report 

24/03/2000 



Name and maJnpj adoVaaa of toa ISA 

European Patent OOce* PB. 6618 Patorttoana 
NL-2260HVRO»aa> 

TeL (+31-70) 34O-a04a Tic 31 661 eponk 
Fax(431-70) 340-8010 



Ram PCiaSAttto fljaaaad ah—*, {AJy toaa) 



Zelsler, P 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



TO BE RELEVANT 



PCT/CH 99/00620 



AhAmMMM • a I j i i Mi tn ill ig * * *- -m J _ _l * 

v/^vgoy uavon or ooaimn^ wwi mac Mon^wnem af^ropomA or no rawvara 



EP 0 898 305 A (OKI ELECTRIC IND CO LTD) 
24 February 1999 (1999-02-24) 
the whole document 

MITCHELL C: "Advancements In CSP 
encapsulation: Process and material " , PAN 
PACIFIC MICROELECTRONICS SYMPOSIUM. 
PROCEEDINGS OF THE TECHNICAL PROGRAM, 
PROCEEDINGS OF PAN PACIFIC 
MICROELECTRONICS SYMPOSIUM, K0NA, HI, USA, 
10-13 FEB. 1998 , 1998, EDINA, MN, USA, 
SURFACE MOUNT TECHN0L. ASSOC, USA, PAGE(S) 
137 - 140 XP002107244 
the whole document 



l RMwn k> cumri no. 



1,5,19, 
20 



1,19,20 



R» PCMBHttlO [ I —M i a Ow nwit rf — q (Ju» 1MB) 

page 2 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 


PCT/CH 99/00620 


dtod ki soflich report 









US 5659952 



26-08-1997 



AU 
EP 
JP 
U0 

US 
US 
US 



3592895 
0800754 
10506236 
9609746 
5915170 
5706174 
6012224 



09-04-1996 

15- 10-1997 

16- 06-1998 
28-03-1996 
22-06-1999 
06-01-1998 
11-01-2000 



W0 9733312 



12-09-1997 



US 
US 
AU 



5834339 A 
5776796 A 
2063097 A 



10-11-1998 
07-07-1998 
22-09-1998 



EP 0886313 A 23-12-1998 HO 9825302 A 11-06-1998 

JP 10223805 A 21-08-1998 



EP 0898305 A 24-02-1999 JP 11067834 A 09-03-1999 



INTERN ATI ONALER RECHERCHENBERICHT 



PCT/CH 99/00620 



Bl RCCMBCMBrfE GDNETE 


IPK 7 


H01L 










to otoer rikitf zun ItadeeapriMi 


doff ejcMnnoa) VaaMenHd 


Tu igui, eowuft J coo irtcr Jci rcchccc 


NeitenOeUctotelen 



Ai i KLAgttRTrmn^inrTi awi ihinhihii m mum 
IPK 7 H01L21/56 H01L23/31 



^» - - -«--». a, j . | r 

nam uEr vncvnooraMfi r 



1 (fffQ odor nacn dOf HjjjjjjjjjjW jj 



ittidderlPK 



nil n , tm \ 



■* ■ ■* ■ - * « _1 t_ ~ - ■ - 

uimuMBcn mr M^ne oar ai immouu 



Teie 



US 5 659 952 A (KOVAC ZLATA ET AL) 

26. August 1997 (1997-08-26) 

In der Anaeldung erwahnt 

Spalte 4, Zelle 49 -Spalte 7, Zelle 14; 

Abblldungen 1,2,3A-3B 

HO 97 33312 A (TESSERA INC) 
12. September 1997 (1997-09-12) 
Selte 12, Zelle 13 -Selte 14, Zelle 2; 
Anspruche 1,12,35,36; Abblldungen 
6A-66,7A-7G 

EP 0 886 313 A (SHINKO ELEC IND) 
23. Dezenber 1998 (1998-12-23) 
Selte 4, Spalte 5, Zelle 35 -Selte 5, 
Spalte 8, Zelle 6; Abblldungen 1,2A-2D,10 
Selte 7, Spalte 12, Zelle 19 - Zelle 30 
_ _ 7 _ 



1-3,5, 
19,20 



1,3,19, 

20 

15 



1,5,19, 
20 



El 



aM dar FoilMtounp won Fdd C ai 



StetoAnhenoF 



* Dceondeaa Kafcegorien won anoeQabencfi VefMeneVfiiBiQcn 
a vuwiuvcfiivu <«o on aapajneaien onra oar i KmR onncf^ 

fltefa* Detainer^ daajedocheiatapvo^ 



btundmtdar 

A raw ahfc g Mj iifaiil toWJwt, ecnde n i nuram V ndn e^ia deader 

V Vt»6fcrm*^<**vm^iX r <*nm PitoMtaaiiapnxhzweVBMar- tam eJMn arifand deeer VefWeraBcKiw rfchteJeneuoderauf 
acneaien zu Djeeerv ooar am ae aaa viauiuauiiftmQeaaajjn eaier annoeaacner I aajpoaji DcfUiena Deoacrcac vaaraen 

anderan on RadiaacharfcericM pjanantan VerMaralfcfenQbciertwaafen -r V eiMNiafcl m u wnbaajo n da ia ji BedeufcMOla>beeragiuchtB Bftwaja 

- ^.a» — * — j| - a***. - - ■- - - — -* ■ ■ ■ * /*v_ .a * _ ^ a a _ ■ » •»a»ai»a aaavawaaavav • — » ■ awt^vi a-Mfw^^aanai lUp aw wr+^m bmummv Bm# ui aaanaa aj 

«iod^ai»eamar>darenbe«cndarm iBMwrtcMalaertcflhdt deil ' ^ ^ 

flUKBIinD * i - m i i f nn . «■ i , . ...Tit —t—-*— » . . j . 

- _ z ^» . ajeroen, »aef¥i ae verwerDcnLiig inccaierooernwfveivn anoeren 

^ ^BBt^B ^j™** ^ . <iea*VeitM^«kelncn^^ 

V^fOwei Bui WQi <!• dare OBaaiaacfiaiefi MnaJOBdauiv ooa? naxn »y y^m^jgi^jiy^ fc^ajted dataja fca w PotorttawBalat 



14. Marz 2000 



NainewdPoaianaclwinderfc^air^ 

Euwajjecheo Pa j a i taj aX P<B» 5618Paienfban2 
NL -2200 HV F«)ma> 
TaL(+d1-7D)340-a04aTx.31 061cponl, 
Fax (431-701 34O-301C 



24/03/2000 



Zelsler, P 



KTW8A«0(Ba*2)tMWaa) 



Selte 1 von 2 



INTERNATIONALE!* RECHERCHENBERICHT 



PCT/CH 99/00620 



MBWBOEKTUCHi 



■» ■ — » - > ». | > r 



T«*» BefcAapuctiNr. 



EP 0 898 305 A (OKI ELECTRIC IND CO LTD) 
24. Februar 1999 (1999-02-24) 
das ganze Dokuoent 



PAN 



MITCHELL C: "Advancements In CSP 
encapsulation: Process and euterlal" , 
PACIFIC MICROELECTRONICS SYMPOSIUM. 
PROCEEDINGS OF THE TECHNICAL PROGRAM, 
PROCEEDINGS OF PAN PACIFIC 
MICROELECTRONICS SYMPOSIUM, K0NA, HI, USA, 
10-13 FEB. 1998 , 1998, EDINA, NN, USA, 
SURFACE MOUNT TECHN0L. ASSOC, USA, PAGE(S) 
137 - 140 XP002107244 
das ganze Dokuoent 



1,5,19, 
20 



1,19,20 



Selte 2 von 2 



INTERN ATI ON AJLER RECHERCHENBERICHT 

*ig**n xu WwWh WMMigMfc J» rur—fcenPMUnKanJtegehawn 



PCT/CH 99/00620 



US 5659952 A 26-08-1997 



AU 
EP 
OP 
WO 
US 
US 
US 



3592895 
0800754 
10506236 
9609746 
5915170 
5706174 
6012224 



Datum dor 



09-04-1996 

15- 10-1997 

16- 06-1998 
28-03-1996 
22-06-1999 
06-01-1998 
11-01-2000 



WO 9733312 


A 


12-09-1997 


US 


5834339 A 


10-11-1998 








US 


5776796 A 


07-07-1998 








AU 


2063097 A 


22-09-1998 


EP 0886313 


A 


23-12-1998 


WO 


9825302 A 


11-06-1998 








JP 


10223805 A 


21-08-1998 


EP 0898305 


A 


24-02-1999 


JP 


11067834 A 


09-03-1999 



Font*** PCJ*8H2tO(MiwiiQ r * «mnm*X k* 19tB) 



